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EJERCICIO 1 (3.5 puntos)

Dado el siguiente circuito basado en un diodo (D1) y un LED (D3).

R
R=2000Q,Va=5V AN

Intensidad 6ptima de funcionamiento 25
mA

Tome los siguientes datos para los diodos: . D é R
e Para el diodo: 1
Tension en directa V, = 0.7V Vi () . ‘
Intensidad maxima en directa 100mA
e Parael LED: Vo{ R - VA
Tension en directaVy, = 2.5V
Intensidad maxima 100 mA T

Calcule:

a) La tension de salida Vo en funcion de Vi para cada una de las regiones de
funcionamiento de los diodos (led y diodo). Indique el valor Vi limite para cada region
de funcionamiento del circuito. (2 puntos)

b) La Vi maxima para que no se sobrepase los limites de funcionamiento de los diodos (led
y diodo). (1 punto)

c) La Vj para la cual circula la intensidad 6ptima de funcionamiento por el LED. (0.5
puntos)

CUESTION 1 (2 puntos)

Los resultados de la medida experimental a tres temperaturas distintas de la conductividad de
dos bloques de material semiconductor basado en Germanio se recogen en la siguiente tabla:

Conductividad (-1cm1) T1 T, T3
Bloque A 16,6 16,6 16,6
Bloque B 3,69 102 1,42 101 1,23103

Uno de los bloque es intrinseco, mientras que el otro esta dopado con impurezas aceptadoras.

a) Determinar cudl de los bloques es intrinseco y cual extrinseco. Justifique su respuesta.
b) Ordenar de menor a mayor las temperaturas Ti, T2 y T3. Justifique su respuesta.

c) Calcular la concentracién de impurezas del material extrinseco.

d) Calcular el nivel de Fermi para ambos bloques a la temperatura Th.

Datos:
Nc=1.02 10" cm=3, Ny =5.64 1018 cm3, E; = 0.67 eV
tn = 3900 cm?/(Vs), pup = 1820 cm?/(Vs),q=1.6 10-1°C, k=86.2 106 eV/K
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EJERCICIO 2 (4.5 puntos)

Sea el siguiente circuito basado en un transistor bipolar NPN, un diodo y un zener donde todos
los condensadores son de desacoplo.

R1 §R2
—

Vi{

=

Vec =15V, Vi fuente de tensién alterna
R;1=1.8kQ, R2=2500,R3=2kQ, R4=500
NPN: Vgg = 0.7 V si la unién BE esta en directa, § = 100
Diodo: Vy = 0.7 V, intensidad maxima en directa 100 mA

Zener:V,=0.7V, |V,| = 3.3V, intensidad maxima en directa 100 mA, potencia maxima 600 mW,

a)

b)

d)

intensidad de ruptura minima 3 mA

Calcular el punto de polarizacion. Resolver sin despreciar la corriente de base.
Comprobar que el diodo y el zener operan dentro de sus limites de funcionamiento. (2
puntos)

Representar el modelo de pequefia sefial del circuito con y sin efecto Early. (0.75
puntos)

Obtener la ganancia en tensién (A= Vo/Vi).

(0.5 puntos)

Obtener la ganancia en tensién (A= Vo/V;) incluyendo efecto Early con V4 = 18V.
(0.75 puntos)
Ieq B Va
=— Ip=— t,=7— V;=258mV
Gm Vr "o gm Icq r m

Calcule el valor minimo de |V;| que poder aplicar el modelo de pequeia senal.
(0.5 puntos)
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